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研究成果の概要 

本研究は、大きな分極を有し、さらに分極のスイッチが可能な強誘電体である κ-Ga2O3による高電子

移動度トランジスタを作製して、GaN を超えるパワーデバイスを実現し、究極の省エネ社会への貢献

を目的としている。本研究では、熱的に準安定な結晶相を取り扱っているため、その準安定相の制御技

術が重要である。κ-Ga2O3の結晶成長では、同じ結晶構造で格子ミスマッチの小さな ε-GaFeO3基板を用

いて結晶成長を行っている。現在このヘテロ接合デバイスの形成に向けて、κ-Ga2O3/κ-(InxGa1-x)2O3/ε-

GaFeO3 の構造を形成して、その二次元電子ガスの評価を静電容量顕微鏡などで評価している。また、

この κ-Ga2O3の強誘電性は、分極－電場特性で評価されているもののその分極値が小さく評価されてお

り、強誘電性についてまだ不明な点が多い。そこで、圧電応答顕微鏡を用いてその強誘電性を評価し、

両極性の分極の反転に成功した。 

 その他の結晶の安定相制御の検討として、Ga2O3の δ相の準安定相制御、さらに新たにルチル構造の

GeO2の安定相制御に関する検討を行った。δ相の準安定相制御では、同じ構造の導電性 bcc-ITOを下地

層に挿入し、さらに δ 相を安定化させる β-Fe2O3の積層構造を形成することで、δ 相の Ga2O3の縦型フ

ォトディテクタの作製を行い、その半導体動作に初めて成功した。 

 ルチル構造の GeO2の安定化技術の検討として、格子不整合を小さくする GexSn1-xO2傾斜バッファ層

を利用することで単相のルチル構造 GeO2の形成に成功した。さらにこのルチル構造 GeO2に対してシ

ョットキーバリアダイオードを作製し、初めてルチル構造の GeO2が半導体として機能するショットキ

ーバリアダイオードを実証した。 
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